
A partir do controle de tamanho e forma das A partir do controle de tamanho e forma das 

partpartíículas podeculas pode--se obter compostos com se obter compostos com 

propriedades qupropriedades quíímicas e eletrônicas micas e eletrônicas 

diferenciadas. Neste contexto, o diferenciadas. Neste contexto, o óóxido de zinco, xido de zinco, 

um semicondutor intrum semicondutor intríínseco, voltou a ser o foco nseco, voltou a ser o foco 

de diversas pesquisas, visto que pode ser obtido de diversas pesquisas, visto que pode ser obtido 

como nanopartcomo nanopartíículas com potencial aplicaculas com potencial aplicaçção em ão em 

campos de campos de óóptica não linear, luminescência, ptica não linear, luminescência, 

eletrônica, cateletrônica, catáálise, energia solar, dentre outros. O lise, energia solar, dentre outros. O 

óóxido de zinco xido de zinco éé não estequiomnão estequioméétrico, fato que trico, fato que 

leva a presenleva a presençça de na de nííveis energveis energééticos ticos 

intermediintermediáários, situados na banda proibida, que rios, situados na banda proibida, que 

facilitam as transifacilitam as transiçções eletrônicas, ões eletrônicas, 

reforreforççando a hipando a hipóótese de que a luminescência do tese de que a luminescência do 

oxido de zinco, seja decorrente do excesso de oxido de zinco, seja decorrente do excesso de 

zinco intersticial, ou vacâncias de oxigêniozinco intersticial, ou vacâncias de oxigênio..11

Dentre os mDentre os méétodos de preparatodos de preparaçção de ão de 

semicondutores, destacasemicondutores, destaca--se uma rota sintse uma rota sintéética tica 

para materiais nanoestruturados denominada para materiais nanoestruturados denominada 

mméétodo do precursor de fontetodo do precursor de fonte--úúnica (nica (singlesingle--

sourcesource precursor precursor –– SSP SSP ). Estes precursores ). Estes precursores 

recebem este nome pois apresentam elementos recebem este nome pois apresentam elementos 

metmetáálicos e nãolicos e não--metmetáálicos na mesma mollicos na mesma moléécula, e cula, e 

a partir desta se obta partir desta se obtéém o semicondutor binm o semicondutor bináário de rio de 

interesse.interesse.

O objetivo deste trabalho O objetivo deste trabalho éé a preparaa preparaçção de sulfeto ão de sulfeto 

de zinco dopado com de zinco dopado com ííons cons cáálcio que serlcio que seráá utilizado utilizado 

para a obtenpara a obtençção do ão do ZnOZnO:(Ca,S) via  tratamentos :(Ca,S) via  tratamentos 

ttéérmicos. rmicos. 

Neste trabalho Neste trabalho éé apresentada a sapresentada a sííntese e a ntese e a 

caracterizacaracterizaçção do ZnS:Ca obtido via precursores ão do ZnS:Ca obtido via precursores 

singlesingle sourcesource cuja a decomposicuja a decomposiçção tão téérmica leve aormica leve ao

ZnS:Ca.ZnS:Ca.

àà esta temperatura. Para obtenesta temperatura. Para obtençção do sulfeto de zinco dopado tendo ão do sulfeto de zinco dopado tendo 

ííons cons cáálcio como dopante, não se pôde concluir se os lcio como dopante, não se pôde concluir se os ííons cons cáálcio lcio 

estão na rede cristalina do sulfeto de zinco. Porestão na rede cristalina do sulfeto de zinco. Poréém se observa m se observa 

deslocamento dos picos no deslocamento dos picos no difratogramadifratograma de raios X, e na curva de de raios X, e na curva de 

ananáálise termogravimlise termograviméétrica, observatrica, observa--se tambse tambéém que as temperaturas m que as temperaturas 

de decomposide decomposiçção variam consideravelmente.ão variam consideravelmente.

A sA sííntese do precursor de zinco ntese do precursor de zinco –– Zn(EtZn(Et22dtc)dtc)22 éé de fde fáácil separacil separaçção e ão e 

bom rendimento, enquanto a sbom rendimento, enquanto a sííntese do precursor de cntese do precursor de cáálcio lcio éé lenta, lenta, 

com rendimento abaixo do esperado. Foi posscom rendimento abaixo do esperado. Foi possíível atravvel atravéés do s do 

tratamento ttratamento téérmico do precursor de zinco sob atmosfera inerte a rmico do precursor de zinco sob atmosfera inerte a 

obtenobtençção de sulfeto de zinco hexagonal (wurtzita), fato interessante ão de sulfeto de zinco hexagonal (wurtzita), fato interessante 

jjáá que a estrutura cque a estrutura cúúbica (bica (esfarelitaesfarelita) ) éé a mais esta mais estáável para o ZnSvel para o ZnS

LME

1 PEARTON, S.J.; NORTON, D. P.; IP, K.; HEO, Y.W.; STEINER, T. 

Recent progress in processing and properties of ZnO. Progress in 

Materials Science, v.50, n.3, p.293-340, mar. 2005.

Objetivos

IntroduIntroduççãoão Experimental e CaracterizaExperimental e Caracterizaççãoão

ÓÓxido de zinco coxido de zinco co--dopado com enxofre e com dopado com enxofre e com ííons alcalinos terrosos obtidos ons alcalinos terrosos obtidos 
a partir de precursores a partir de precursores singlesingle sourcesource

Conclusão Referências

Resultados e Discussão

•Análise Termogravimétrica 

(TA SDT Q600)

•Difração de raios X 

(Shimatzu XRD-700)

•Espectroscopia de infravermelho 

(FTIR Bomen FTLA 2000)

•Microscopia Eletrônica de Varredura 

(FE-SEM)

Sulfeto de Zinco (ZnS)Precursores – bis(dietilditilcarbamato) de Zinco(II)/Cálcio

Análise Termogravimétrica (TG)

Figura 1: Análise termogravimétrica da amostra de bis(dietilditiocarbamato) de 

Zinco(II).

Espectroscopia de Infravermelho (IV)

Figura 3: Espectro vibracional na região do  IV da amostra de 

bis(dietilditiocarbamato) de  zinco(II).

Figura 4: Espectro vibracional na região do  IV da amostra de 

bis(dietilditiocarbamato) de  cálcio(II).

Difratometria de Raios X (DRX)

Figura 5: Difratogramas de raios X da amostra de 

bis(dietilditiocarbamato) de  zinco(II).

Figura 8: : Difratogramas de raios X das amostras de sulfeto de zinco dopadas com 1 mol%, 3 

mol%,5% e 10 mol % de íons cálcio. 

Análise Termogravimétrica (TG)

Difratometria de Raios X (DRX)

Microscopia Eletrônica de Varredura (FE-SEM)
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Figura 2: Análise termogravimétrica da amostra de bis(dietilditiocarbamato) de 

Cálcio(II).

Figura 9: Micrografias da amostra de sulfeto de zinco não dopado.

Na(Et2dtc) (aq) + Zn(Ac)2 (aq)

Filtração à vácuo

Secagem Dessacador (6h)

Zn(Et2dtc)2

Decomposição 

(325°C, N2, 3h)

ZnS (hexagonal)

Zn(Et2dtc)2 + (1mol%,5mol% e 

10mol%) Ca(Et2dtc)2 em CH2Cl2

Agitação até evaporação 

do solvente

Zn1-x(Et2dtc)2:Cax

Decomposição 

(800°C, N2, 30min)

Zn1-xS:Cax

(a) (b) (c)

Figura 6: Análises termogravimétricas das amostras de sulfeto de zinco puro  (a), e dopado com Ca2+ ,  1 mol% (b) e 5 mol% (c)

Figura 7: Difratogramas de raios X da amostra de sulfeto de zinco e de seu respectivo padrão 

(JCPDS: 36-1450)
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